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概要: 近年 60GHz帯を使ったGbpsワイヤレス通信システムの研究開発が盛んに行われている．CMOS
プロセスの微細化によりトランジスタの fTおよび fmaxは向上しているが，やはり 60GHz帯での利
得は低く，一段一段丁寧に設計を行い，できる限りトランジスタが本来持つ利得を最大限引出すよ

うな設計が必要となる．その際，マッチングのための伝送線路をできるだけ正確にモデル化する必

要があり，ダミーメタルの考慮は必須である．本発表では，60GHz CMOS増幅器の設計におけるダ
ミーメタルの考慮の影響について報告する．

結果: 図に伝送線路の特性インピーダンスにおけるダミーの影響を示す．(1)ダミーを手配置し，な
おかつ，ダミー自動発生抑制レイヤ (mdレイヤ)を入れたものと，(2)ダミーを手配置しただけのも
のの特性インピーダンスの実測値を示す．ネットワークアナライザにより実測した Sパラメータか
ら特性インピーダンスを導出した．(2)のものでは，手で配置したダミーに加え，自動生成されたダ
ミーにより，単位長さあたりの容量が増加し，特性インピーダンスにおいて，約 5Ω低下している．
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